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(54) Steuerschaltung firr ein selbstschwingendes stabilisiertes Sperrwandler-Schaltnetzteil

_(57) Die Erfindung betrifft eine Steuerschaltung fiir gin selbstschwmgendes stabilisiertes
Sperrwandler- Schaltnetztetl und findet beispielsweise in Fernsehempfangern Anwendung. Ziel und Aufgabe der
_Erfindung sind, eine Steuerschaltung fiir derartige Schaltnetzteile anzugeben, die bei Unterbrechung der Wicklung,
die'die Vergleichsspannung liefert, ein Hochlaufen der: Ausgangsspannungen verhindert und damit die '
Zuverlassigkeit verbessert. ErfindungsgeméR wird das dadurch erreicht, daR der wihrend der Sperrphase positives
Potential fiihrende AnschluR der Steuerwicklung einerseits iiber einen Widerstand und eine Diode in FluRrichtung
" wiahrend der Sperrphase mit der ersten Betriebsspannungsklemme des Regelverstirkers und andererseits Gber die
‘Parallelschaltung eines Widerstandes und einer Diode in FluBrichtung fir die Leitphase mit der Steuerstufe zur
Beeinflussung der GroRe des Steuerstromes verbunden ist, der mit der Basis des Schalttransistors verbundene
- AnschluB der Steuerwicklung {iber eine Diode in FluBrichtung fir die Sperrphase mit der zweiten
Betriebsspannungsklemme des Regelverstérkers verbunden ist, und diese iiber eine Parallelschaltung eines-
- Widerstandes und eines Kondensators an den Emitter des Schalttransistors angeschlossen ist. Fig. 1
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‘ Erfmdungsanspruch

Steuerschaltung fiir ein selbstschwingendes, stabilisiertes Sperrwandler-SchaItnetztell mit einem Schalttransistor, einer
Steuerstufe zur Beeinflussung der GréR3e.des Steuerstromes des Schalttransistors, einer Sperreinrichtung zur Einleitung der
Sperrphase, einem Regelverstarker mit Referenzquelle und einer Riickkopplungswicklung des Wandlertransformators zur
Erzeugung des Steuerstromes des Schalttransistors, wobei der eine AnschluR mit der Basis des Schalttransistors und der
andere AnschluR mit der Steuerstufe zur Beeinflussung der Grole des Steuerstromes des Schalttransistors verbunden ist,
gekennzeichnet dadurch, dal der wahrend der Sperrphase positives Potential fthrende AnschiuR (2) der Steuerwmklung (1)
einerseits Uber einen Widerstand (19) und eine Diode (8) in FluBrichtung wahrend der Sperrphase mit der ersten
Betrnebsspannungskiemme {11) des Regelverstarkers (10) und andererseits diber die Parallelschaltung eines Widerstandes (17)
und einer Diode (5) in FluRrichtung fiir die Leitphase mit der Steuerstufe (6) zur Beeinflussung der GroBe des Steuerstromes
verbunden ist, der Arbeitsstrecke der Steuerstufe (6} eine Diode (18) in FluRrichtung fiir die Sperrphase parallelgeschaitet ist,
der mit der Basis des Schalttransistors (4) verbundene Anschliu® (3) der Steuerwicklung (1) (iber eine Diode (9) in FluBrichtung
fir die Sperrphase mit der zweiten Betriebsspanriungsklemme (12) des Regelverstarkers (10) verbunden ist, und diese Uber
eine Parallelschaltung eines Widerstandes (16) und eines Kondensators (14) an den Emitter des Schalttransistors (4)
angeschlossen ist. '

Hierzu eine Seite Zeichnung

' Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Steuerschaltung fiir ein selbstschwmgendes stabilisiertes Sperrwandler- Schaltnetzteil und fmdet in
verschiedenen elektronischen Geréten, beispielsweise in Fernsehempfangern, Anwendung -

’

Charakteristik der bekannten techmschen Ldsungen

Es.ist allgemein bekannt, bei selbstschwingenden Sperrwandler-Schaltnetzteilen mit Netztrennung die Stabilisierung der

. Ausgangsspannung mit Hilfe eines Regelkreises vorzunehmen. Dazu wird eine Vergleichsspannung in einer gesonderten
Wicklung des Wandlertransformators erzeugt, wahrend eine weitere Wicklung zur Erzeugung des Steuerstromes des
Schalttransistors vorgesehen ist. Es sind mehrere, von dieser grundsitzlichen Anordnung abgeleitete Lésungen fir

. Steuerschaltungen von selbstschwingenden Sperrwandler-Schaltnetzteilen bekannt (DE-PS 2160658, DE-PS 2336110, DD-
WP 153942, DD-WP.154514, DD-WP 155127, DD-WP H.02M/246815 und DD-WP H 04 N/246816). Nachteilig bei allen bekannten
“Losungen ist, daB bei einer Regelkreisstdrung infolge Unterbrechung der Wicklung fir die Erzeugung der Vergleichsspannung

_ eine unzuldssig hohe Ausgangsspannung entstehen und dle Zerstdrung von Bauelementen nach sich ziehen kann.

Ziel der Erfmdung

Das Ziel der Erfindung ist eine 6konomische Schaltungsanordnung, mit der die Zuver|ass:gke|t von Schaltnetzteilen und damit
auch der Gesamtgerate verbessert W|rd

i

'Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Steuerschaltung fir ein selbstschwingendes, stabthsuertes Sperrwandler-
Schaltnetzteil, mit einem Schalttransistor, einer Steuerstufe zur Beeinflussung der GroRe des Steuerstromes des
- Schalttransistors, einer Sperreinrichtung zur Einleitung der Sperrphase, einem Regelyerstarker mit Referenzquelle und einer
'Riickkopplungswicklung des Wandlertransformators zur Erzeugung des Steuerstromes des Schalttransistors, deren einer
Anschiuf mit der Basis des Schalttransistors und deren.anderer Anschiuf mit der Steuerstufe zur Beeinflussung der GréBe
des Steuerstromes des Schalttransistors verbunden ist, anzugeben, die bei einer Unterbrechung der chklung, welche die
‘Vergleichsspannung liefert, ein Hochlaufen der Ausgangsspannungen sicher verhindert.
Erfindungsgema® wird das dadurch erreicht, daR der wahrend der Sperrphase positives Potential flihrende AnschluR der
. Steuerwicklung einerseits tber einen Widerstand und eine Diode in FluBrichtung wéhrend der Sperrphase mit der ersten
Betriebsspannungsklemme des Regelverstarkers und andererseits iber die Parallelschaltung eines Widerstandes und einer
. Diode in FluRrichtung fiir die Leitphase mit der Steuerstufe zur Beeinflussung der GréRe des Steuerstromes verbunden ist, der
" mit der Basis des Schalttransistor vérbundene AnschiuB der Steuerwickiung (iber eine Diode in FluRrichtung fir die Sperrphase
mit der zweiten Betriebsspannungsklemme des Regelverstarkers verbunden ist, und diese (iber eine Parallelschaltung eines
Widerstandes und eines Kondensators an den Emitter des Schalttransistors angeschlossen ist.
Auf diese Weise wird nur noch eine Wicklung zur Speisung der gesamten Ansteuerschaltung bendtigt, die wéhrend der Leitphase
"des Schalttransistors als Riickkopplungswickiung dient und wahrend der Sperrphase zur Erzeugung der Vergleichsspannung
fir den Regelverstérker genutzt wird. Das hat den Vorteil, daR bei Unterbrechung dieser Steuerwicklung nicht nur ein Hochiaufen
der Ausgangsspannungen verhindert wnrd sondern das Schaltnetzteil nicht weiterschwingt und keine Energleubertragung
- mehr stattfinden kann.
Ein weiterer okonomischer Vorteil entsteht insbesondere bei Schaltne_tztellen mit Hochspannungserzeugung dadurch, daf®
nicht nur eine Wicklung, spndern auch eine Diode eingespart wird, da hier wegen der gréRBeren Windungsspannung wéhrend
der Sperrphase zusatzliche Dioden und Widerstinde zur Begrenzung der grdReren Spannung an der Steuenmcklung wahrend
der Sperrphase notwendig sind. .

. Ausfithrungsbeispiel

Die Erfindung wird nachfolgend an Hand eines Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert. In der zugehdrigen Zeichnung zeigt

Fig.1: das Schaltbild des primérseitigen Teiles eines selbstschwmgenden stabilisierten Sperrwandler-Schaltnetzteiles mit der

. erfindungsgemaéRen Steuerschaltung.

Wihrend der Leitphase liefert die Steuerwicklung 1 eine Spannung mit negativem Potential am AnscthB 2 und mit positivem

Potential am Anschiuf} 3.

Dabei sind der Schalttransistor 4, die Diode 5 und die Steuerstufe 6 Ienend und bilden den Arbertsstromkrels fiir die Steuerung
" der Leitphase des Schalttransistors 4. Der Emitterwiderstand 7 liefert einen dem Kallektorstrom des Schalttransistors 4
proportionalen Spannungsabfall, Welcher;die Steuerstufe-6 derart beeinflult, daR der Schalttransistors 4 mit einem
kollektorstromproportionalen Basisstrom angesteuert wird.
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Wahrend der Sperrphase fiihrt die Steuerwicklung umgekehrtes Potential, so daR die Dioden 8 und 9 leitend werden und die
Vergleichsspannung fir den Regelverstérker 10 zwischen seinen AnschluRklemmen 11 und 12 zur Verfligung steht. Als
‘ Ladekapazitat fir die Vergleichsspannung dient die Serienschaltung der Kondensatoren 13 und 14.

Damit die Ausgangsklemme 15 des Regelverstarkers 10 gegeniber dem Emitter des Schaittransistors 4 sowohl negatives als
auch.positives Potential, je nach Regelzustand annehmen kann, muR die zwischen den Klemmen 11 und 12 erzeugte
Vergleichsspannung, die gleichzeitig die Betriebsspannung des Regelverstirkers 10 darstellt, gegeniiber dem Emitter des
Schalttransistors 4 entsprechend symmetriert werden, d. h. Klemme 11 mu® positives und Klemme 12 negatives Potential
flhren. Dazu ist ein weiterer-Stromkreis vorgesehen, in dem die entsprechende Symmetrierung durch das Verhaitnis.der
Widersténde 16 und 17 zueinander festgelegt werden kann. Dieser Stromkreis wird wahrend der Sperrphase aus der
Steuerwicklung 1 gespeist und verlduft vom AnschiuR 2 der Steuerwicklung 1 ausgehend (iber Widerstand 17, Diode 18,
Widerstand 16, Diode 9 zum AnschluR 3 der Steuerwicklung 1. Die Diode 9 in Verbindung mit dem Widerstand 16 und dem
Kondensator 14 verhindert dabei gleichzeitig die Entstehung einer unzuldssig hohen Basis-Emitter-Sperrspannung am
Schalttransistor4. :

Die Diode 18 erfiillt zusatzlich die Aufgabe, einen Inversbetrieb der Steuerstufe 6 wahrend der Sperrphase zu vermeiden.

Der Widerstand 19 dient in.bekannter Weise zur Einstellung der optimalen Integrationszeitkonstante der T
Vergleichsspannungserzeugung. Bei durchgeschalteter Schaltstufe der Sperreinrichtung 20 wird in bekannter Weise aus dem
Spannungsabfall des Emitterwiderstandes 7 der Ausrdumstrom des Schalttransistors 4 erzeugt. :
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